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СВЧ псевдоморфный транзистор с высокой подвижностью 
электронов 
 

Приведены результаты разработки 0,3 мкм GaAs рHEMT-транзистора. Найдены пара-
метры эквивалентной схемы созданного транзистора. Приведено сравнение характери-
стик транзистора с зарубежным аналогом. 
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В настоящее время разнообразные транзисторы на гетероструктурах являются самы-

ми быстродействующими активными элементами. Регулярно публикуются сведения о всё 
новых рекордных результатах,  связанных с совершенствованием  технологии и использо-
ванием  новых материалов. Так,  измеренные частоты отсечки fT на гетеробиполярных 
транзисторах и различных модификациях полевых транзисторов с высокой подвижностью 
электронов (High Electron Mobility Transistor – HEMT) уже превышают значения 400 ГГц 
[1,  2]. При этом  свою важную нишу занимают транзисторы,  работающие на более низ-
ких частотах. 

В настоящей работе сообщается о параметрах отечественного 0,3 мкм  GaAs рHEMT-
транзистора,  предназначенного для работы в частотном  диапазоне до 18 ГГц. 

Транзисторы изготавливались на гетероструктурах AlGaAs/InGaAs/GaAs диаметром    
3 дюйма,  выращенных методом  молекулярно-лучевой эпитаксии в Санкт-Петербургском  
физико-технологическом  научно-образовательном  центре. На рис. 1 показана последова-
тельность и состав слоев эпитаксиальных структур.  

Исходные структуры при комнатной темпе-
ратуре имели холловскую подвижность двумерно-
го электронного газа µH = 5500 см2/В·с и поверх-
ностную плотность электронов ns=2·1012 см–2.  

Технологический маршрут создания транзи-
сторов включал процессы электронной литогра-
фии на трёхслойной маске резистов для формиро-
вания субмикронных затворов Т-образной формы.  
Длина затворов разработанных транзисторов рав-
на 0,3 мкм.  Были созданы транзисторы встреч-
но-штыревой конструкции с общей шириной за-
твора 440 = 160 мкм. 

Измеренная максимальная крутизна полу-
ченных транзисторов равнялась 50–60 мСм. Из-
мерения параметров рассеяния транзисторов в 
диапазоне частот до 18 ГГц были выполнены на 
зондовой станции Cascade Summit 11000 в НОЦ «Нанотехнологии» ТУСУРа,  результаты 
измерений показаны на рис. 2.  Значения частоты отсечки транзистора составляли     
40–45 ГГц. 

По результатам  измерений S-параметров была построена малосигнальная модель 
транзистора в виде эквивалентной схемы (ЭС) – см. рис. 3. В этой схеме можно выделить 
внутренние элементы – gm,  Rds,  Cgs,  Cds,  Cgd,  Ri и τ,  которые зависят от напряжений 
смещения,  и внешние элементы – Lg,  Rg,  Ls,  Rs,  Rd и Ld,  не зависящие от условий 
смещения. Методики определения значений элементов ЭС по S-параметрам  подробно опи-
саны в литературе [3–5].  

На рис. 2 показано сравнение измеренных и рассчитанных по модели S-параметров 
транзистора. Как видно,  модель достаточно точно описывает экспериментальные данные. 

В таблице представлены значения элементов ЭС разработанного транзистора и бли-
жайшего зарубежного аналога – транзистора TС1102 фирмы TRANSCOM с шириной за-
твора 160 мкм  [6]. 

 
 

n+-GaAs контактный слой  70 нм 
GaAs  барьерный слой15 нм 

Al0,23Ga0,87As  барьерный слой  25 нм 
Al0,23Ga0,87As донорный слой  13 нм 

Al0,23Ga0,87As спейсер  2 нм 
GaAs спейсер  1,5 нм 

In0,17Ga0,83As  канал   12 нм 
GaAs буфер 2  200 нм 

Сверхрешетка AlAs/GaAs  28 нм 
GaAs буфер 1  200 нм 

(100) GaAs подложка  600 мкм 
 

 
Рис. 1. Схематическое изображение  

гетероструктуры,  на которой  
формировались транзисторы 
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Рис. 2. Сравнение измеренных и рассчитан-
ных по модели S-параметров транзистора 
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Из таблицы следует,  что прак-

тически все параметры ЭС для 
сравниваемых транзисторов совпа-
дают,  за исключением  сопротивле-
ния Ri,  что связано с особенностя-
ми технологии.  

 
 

Элементы ЭС транзистора TC1102 и разработанного транзистора 
Lg,  
нГн 

Rg, 
Ом 

Cgs, 
пФ 

Ri, 
Ом 

Cgd, 
пФ 

gm, 
мСм 

τ, 
пс 

Rs, 
Ом 

Ls, 
нГн 

Cds, 
пФ 

Rds, 
Ом 

Rd, 
Ом 

Ld, 
нГн 

TC1102 
0,038 0,97 0,22 1,78 0,027 53,3 1,49 1,72 0,01 0,061 328 1,69 0,023 

Разработанный транзистор 
0,029 1 0,21 10,8 0,019 51,8 0,9 1,82 0,004 0,037 476 1,68 0,038 

 
Разработанный транзистор (АП399-5) выпускается в ОАО «НИИПП» г. Томска по ТУ 

главного конструктора. 
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 годы по направлениям  «Нанотехнологии и нано-
материалы»,  «Создание электронной компонентной базы»,  «Микроэлектроника» (меро-
приятия 1.1,  1.2.1,  1.2.2,  1.3.1 и 1.3.2,  государственные контракты П1418,  П1492,  
П2188,  П669,  П499,  16.740.11.0092 и 14.740.11.0135). 
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Рис. 3. Эквивалентная схема транзистора 
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Yushenko A.Y.,  Ayzenshtat G.I.,  Bozhkov V.G.,  Babak L.I.,  Dobush I.M.,  Salnikov A.S. 
Microwave Pseudomorphic High Electron Mobility Transistor 
 
The designing  results of 0.3 m GaAs PHEMT transistor are presented. The equivalent circuit parame-
ters of the manufactured transistor are given. The transistor parameters are compared with the same 
ones of a  foreign analogue. 
Keywords: high electron mobility transistor, small-signal model. 
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